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概述 
BP2571DC 是一款直接采样输出电压的高精度低待机功耗的非

隔离降压型恒压芯片，输出电压的动态响应快，批量一致性好。

适用于 85Vac~265Vac 全电压输入的非隔离电源。 

BP2571DC 芯片内部集成功率 MOSFET，采用电压电流控制技

术，不需要 VCC 电容和外部环路补偿电容，即可实现优异的恒

压特性，极大的节约了系统成本和体积。 

BP2571DC 采用多模式控制技术，并减小系统工作在轻载时的

噪声，并能够从输出电压给芯片供电，有效降低系统待机功耗，

提高效率。 

BP2571DC 采用 SOP8 封装。 

 

 

          

 

 

特点 
 优异的动态响应 

 直接采样输出电压  

 输出电压批量一致性达到±5%以内 

 外围精简，电源体积小 

 无需 VCC 电容和供电二极管 

 集成续流二极管 

 3.3V 或 5V 输出电压 

 内部集成功率管 

 集成高压启动和供电电路 

 减小音频噪声的降幅调制技术 

 改善 EMI 的抖频技术 

 内置软启动 

 保护功能 

 过温保护 

 逐周期限流 

应用 

 辅助电源 

 其他应用 

典型应用  
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图 1 BP2571DC 典型应用图 

SOP8 封装 
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定购信息 

定购型号 封装 包装形式 打印 

BP2571DC SOP8 
编带 

4,000 颗/盘 

BP2571 
XXXXXYC 

ZZZZWWD 

管脚封装 
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图 2.管脚封装图 

管脚描述 

管脚号 管脚名称 描述 

1 CSP 电流采样端，采样电阻接在 CSP 和 VOUT 端之间 

2 VOUT 电源输出端 

3 SEL 输出电压选择端。接 GND：输出 3.3V；接 VOUT：输出 5V 

4 GND 芯片地 

5 HV 芯片内部高压功率管的漏极 

6, 7 NC 电源输出端 

8 VS 芯片内部高压功率管的源极，功率电感接在 VS 和 CSP 之间 

输出功率 
测试条件：输入电压 85Vac-265Vac。        *脉冲电流持续时间<60s，占空比<10% 。 

持续电流
Vout=3.3V 

脉冲电流
Vout=3.3V 

持续电流
Vout=5V 

脉冲电流
Vout=5V 

内部 MOS 管 
限制最大电流 单位 

300 500 300 500 750 mA 

 

<60s

>540s  
图 3 瞬时脉冲示意图 

BP2571DC：产品型号 

XXXXXYC : 批次号 

ZZZZ: 内部标示 

WW：周号 
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极限参数(注 1) 

符号 参数 参数范围 单位 

VDS 内部高压功率管漏极到源极峰值电压 -0.3~500 V 

SEL 输出电压选择端 -0.3~6 V 

VOUT 电源输出端 -0.3~6 V 

CSP 电流采样端 -0.3~6 V 

PDMAX 功耗(注 2) 0.86 W 

θJA PN 结到环境的热阻 145 ℃/W 

TJ 工作结温范围 -40 to 150 ℃ 

TSTG 储存温度范围 -55 to 150 ℃ 

注 1：最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内，器件功能正常，但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定

义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值

合理反映了器件性能。 

注 2：温度升高最大功耗一定会减小，这也是由 TJMAX, θJA,和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX = (TJMAX - TA)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较

低的那个值。 
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电气参数(注 3, 4) （无特别说明情况下，TA =25 ℃） 

符号 参数描述 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

电源电压 

VOUT VOUT 引脚稳态电压 SEL=GND 3.272 3.345 3.408 V 

VOUT VOUT 引脚稳态电压 SEL=VOUT   5.24  V 

VOUT_CLAMP VOUT 引脚钳位电压 ICLAMP=2mA  6  V 

IOUT_OP VOUT 工作电流 VDRAIN=60V 800 900 1100 μA 

Icc VCC 启动电流   2  mA 

IHV_OP HV 工作电流 VOUT=3.3V  30  μA 

振荡器 

FOSC_MAX 最大开关频率 频率中心值 20 48 70 kHz 

TON_MAX 最大开通时间  1.5 1.9 3.5 μs 

电流采样 

Vcs_th 电流检测阈值  192 200 208 mV 

TLEB 前沿消隐时间   280  ns 

TILD 电流限流延迟   150  ns 

功率管 

RDS_ON 功率管导通阻抗 Vout=3.3V,IDS=50mA   12 Ω 

BVDSS 功率管的击穿电压 VGS=0V/IDS=250μA 500    

过热保护 

TSD 过热调节温度   145  ℃ 

TSD_HYS 过热保护温度迟滞   40  ℃ 

注 3：典型参数值为 25˚C 下测得的参数标准。 
注 4：规格书的最小、最大规范范围由测试保证，典型值由设计、测试或统计分析保证。BPS C
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内部结构框图 

Drive 
signal 

detector
HSD Driver

LDO

CV
& SEL

OCP

VDH

M1

GND

DR1PDR1

Master

Slave

Drive 
signal 

converter

Vout

VS

HV

PWM

CSP

Protections

PWM

SEL
 

图 4 内部框图
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应用信息 

启动  

系统上电后，母线电压通过 Drain 端内部的高压 JFET 对芯

片内部 VCC 电容充电，达到芯片开启阈值时，芯片内部控

制电路开始工作。芯片正常工作时主要从输出直接供电，

部分驱动模块需要由高压 JFET 供电。 

软启动 

芯片具有软启动功能，在软启动过程中，会分段增加原边

峰值电流以减小开关应力，每一次重启都会经历软启动过

程。在输出电压建立完成前，芯片检测电感退磁电流，在

电感电流小于峰值电流的约 30%才允许再次开通 MOSFET，

以此防止启动过程中的电感电流积累。 

多模式控制 

BP2571DC 芯片采用 PWM/PFM 多模式控制技术，能有效

降低系统待机功耗，提高效率，并减小系统工作在轻载时

的噪声。 

输出电感 

BP2571DC 可工作于 CCM、DCM 等多种工作模式，对于电

感的选择包括感量、峰值电流以及平均电流。最终根据电

感价格、电感尺寸以及系统效率来决定电感的大小。小感

量电感可以减小尺寸、降低价格以及改善系统动态响应，

但是，同时会增大电感的峰值电流和输出纹波并且降低系

统效率。相反的，大感量电感可以提高效率，因为需要更

多线圈数，物理体积也会更大，动态响应也会变的更慢。

综合电感价格、尺寸、系统效率以及动态响应，推荐电感

纹波电流系数 r 不小于 25%，工作在 CCM 模式下，然后，

根据输入/输出电压、系统开关频率、满载输出电流以及推

荐的电感纹波电流ΔIL 估算电感感量、峰值电流 

L = ைܸ௎்( ூܸே − ைܸ௎்)

ூܸே ∗ ܨ ∗ ௅ܫ∆
 

其中 

௅ܫ∆ = ௢௨௧ܫ ∗  ݎ

 

峰值电流 

当电流纹波系数 r 确定后，就可以计算出峰值电流大小 

௅_௉ா஺௄ܫ = ை_ெ஺௑ܫ +
௅ܫ߂
2
 

௅_௏஺௅௅௒ܫ = ை_ெ஺௑ܫ −
௅ܫ߂
2
 

同样由芯片的 ILIMIT 参数可推算出最大的过载电流。 

CS 电阻的选择 

芯片可以根据 MOSFET 档位合理的设置电感的限流峰值，

实际 CS 电阻的选择需要综合考虑负载电流和电流纹波，

并留一定余量。 

CS 电阻计算为： 

ܴ஼ௌ =
௏௖௦_௣௞（௠௏）
ூ೗೔೘೔೟（௠஺）

  

输入电容的选择 

输入电容的用处在于输入电压以及 MOSFET 开关尖峰的滤

波。由于降压转换器的输入电流是非连续的，需要电容对

交流电流进行吸收，以保证平稳的输入电压。另外，输入

电容需要能承受足够的电流波纹。输入纹波电流有效值估

算如下：  

ூே_ோெௌܫ = ை_ெ஺௑ܫ × ඥܦ × (1 −  (ܦ

ܦ = ைܸ௎்

ூܸே
 

为了减小噪声，建议输入电容选择电解电容。 

输出电容的选择 

输出电容的作用是输出电压的滤波以及输出动态电流的供

应。当输出电流恒定时，输出纹波主要由输出电容的 ESR

以及容量决定。 

ோܸூ௉௉௅ா = ோܸூ௉௉௅ா_ாௌோ + ோܸூ௉௉௅ா_஼ 

ோܸூ௉௉௅ா_ாௌோ = ௅ܫ߂ ×  ܴܵܧ
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ோܸூ௉௉௅ா_஼ =
௅ܫ߂

8 × ை௎்ܥ × ݓݏ݂
 

保护功能 

BP2571DC 内置多种保护功能，包括过温保护，逐周期限

流、VOUT 电压钳位等。 

抖频 

BP2571DC 引入抖频技术来减少 EMI 噪声。芯片开关频率

在当前频率的±3%范围周期性抖动，抖频周期为当前频率

1/128。 

输出电压采样 

BP2571DC 直接采样输出电压，实现高精度高速的输出电

压控制。 
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封装信息 
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版本信息 

版本 日期 记录 

Rev.1.0 2025/02 首次发行 
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免责声明 

 
晶丰明源尽力确保本产品规格书内容的准确和可靠，但是保留在没有通知的情况下，修改规格书内容的权利。 

 

本产品规格书未包含任何针对晶丰明源或第三方所有的知识产权的授权。针对本产品规格书所记载的信息，晶丰明源不做任何明

示或暗示的保证，包括但不限于对规格书内容的准确性、商业上的适销性、特定目的的适用性或者不侵犯晶丰明源或任何第三人

知识产权做任何明示或暗示保证，晶丰明源也不就因本规格书本身及其使用有关的偶然或必然损失承担任何责任。 
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电子器件报废说明 

 

 

该产品在生命周期结束后，由客户按照一般电子产品的报废流程进行处理。 
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